ПНИР:  «Разработка методик для оценки надёжности и радиационной стойкости базовых элементов сложнофункциональной элементной базы аппаратуры космического назначения»

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от "12" ноября 2014г. №14.574.21.0115. с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе №2 в период с "01" января 2015г. по "30" июня 2015г. выполнены следующие работы:

1. Разработана методика измерения дефектности и времени наработки до отказа подзатворного диэлектрика МОП транзисторов на основе вольт-кулоновских характеристик пробоя.

2. Разработана методика измерения времени наработки до отказа линий металлизации сложнофункциональной элементной базы.

3. Разработаны программа и методики экспериментальных исследований тестовых структур в составе экспериментального образца тестового кристалла для оценки их радиационной стойкости по дозовым эффектам при воздействии ионизирующих излучений космического пространства.

4. Разработана методика облучения тестовых кристаллов для проведения экспериментальных исследований на воздействие ионизирующих излучений (по дозовым эффектам). 

5. Выполнено изготовление экспериментальных образцов тестового кристалла.

Основные результаты проекта
На втором этапе работ разработаны методики измерения отдельных характеристик тестовых структур:

 Разработана методика измерения дефектности и времени наработки до отказа подзатворного диэлектрика МОП транзисторов на основе вольт-кулоновских характеристик пробоя. Данная методика позволяет на основе ускоренных измерений и статистической обработки полученных результатов рассчитывать дефектность диэлектрика и оценивать его время наработки до отказа. Методика позволяет не только рассчитывать дефектность диэлектрика, но и выявлять границы тестовой структуры, привносящие наибольшую дефектность. На основе этих данных возможна корректировка технологического процесса создания диэлектрика, направленная на уменьшение его дефектности и увлечению надёжности. 

Разработана методика измерения времени наработки до отказа линий металлизации сложнофункциональной элементной базы. Данная методика позволяет на основе ускоренных измерений и статистической обработки полученных результатов рассчитывать время наработки до отказа линий металлизации. Отличительной особенностью методике является то, что в основе ускоренных измерений лежит изотермический алгоритм измерения, который исключает увеличение рассеиваемой мощности в структуре, вследствие электромиграционного разрушения, и тем самым повышается точность расчётов результатов измерения. Данная методика применима для оценки времени наработки до отказа металлизации на основе алюминия, так и для металлизации на основе меди. 

Разработаны программа и методики экспериментальных исследований тестовых структур в составе экспериментального образца тестового кристалла для оценки их радиационной стойкости по дозовым эффектам при воздействии ионизирующих излучений космического пространства. Методика позволяет проводить контроль большого набора параметров на радиационную стойкость по дозовым эффектам.

Разработана методика облучения тестовых кристаллов для проведения экспериментальных исследований на воздействие ионизирующих излучений (по дозовым эффектам). Данная методика позволяет проводить облучения тестовых кристаллов в широком диапазоне значений.

Для проведения исследования основных механизмов отказов и контроля радиационной стойкости изготовлены тестовые кристаллы. Главной особенностью кристалла является наличие в нём широкого спектра тестовых структур ориентированных на различные механизмы физического отказа и оценку радиационной стойкости. Данный тестовый кристалл предусматривает возможность измерения, как в составе тестовой пластины, так и в составе корпуса.
Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.

